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	№ п/п
	Компетенция
	Содержание вопроса
	Правильный ответ

	1
	ПК-3: Способен разрабатывать и применять новые материалы, исследовать их структуру и свойства
	1. Прочитайте текст и установите последовательность.
Что происходит при нагревании собственного полупроводника?
Расположите в порядке происходящих событий:
а) Увеличение концентрации носителей заряда
б) Генерация электронно-дырочных пар
в) Повышение температуры полупроводника
г) Увеличение проводимости полупроводника
		в
	б
	а
	г




	
	
	2. Прочитайте текст и установите соответствие.
Сопоставьте типы контактов и методы формирования полупроводниковых структур с их определениями.
	Типы контактов и методы
	Определение

	1. Барьер Шоттки
	а. Контакт между металлом и полупроводником

	2. Омический контакт
	б. Контакт, обладающий линейной вольт-амперной характеристикой

	3. Поверхностные состояния
	в. Электронные состояния, локализованные на поверхности полупроводника

	
	г. Метод выращивания тонких пленок с определенной кристаллической структурой



		1
	2
	3

	а
	б
	в




	
	
	3. Прочитайте текст и установите последовательность.
Расположите этапы работы p-n перехода при прямом смещении в правильном порядке:
а) Снижение потенциального барьера
б) Приложение положительного напряжения к p-области
в) Диффузия основных носителей заряда через переход
г) Увеличение тока через переход
		б
	а
	в
	г




	
	
	4. Прочитайте текст и установите последовательность.
Расположите в правильном порядке стадии процесса дрейфа электрона в полупроводнике под действием электрического поля: 
а) Электрон ускоряется электрическим полем
б) Электрон сталкивается с атомом решетки
в) Электрон отдает часть энергии решетке
г) Движение электрона приобретает направленный характер
		а
	б
	в
	г




	
	
	5. Прочитайте текст и установите последовательность.
Расположите этапы формирования диффузионного p-n перехода в правильном порядке: 
а) Диффузия примеси в полупроводник с противоположным типом проводимости
б) Высокотемпературный отжиг для активации примеси
в) Исходный полупроводник
г) Формирование p-n перехода
		в
	а
	б
	г




	
	
	6. Прочитайте текст и установите последовательность.
Расположите этапы измерения эффекта Холла в полупроводнике в правильном порядке:
а) Измерение поперечного напряжения (напряжения Холла) 
б) Пропускание тока через образец полупроводника
в) Помещение полупроводника в магнитное поле, перпендикулярное току
г) Расчет концентрации и знака носителей заряда
		б
	в
	а
	г




	
	
	7. Прочитайте текст и установите соответствие.
Сопоставьте электронные компоненты с их основными функциями.
	Электронные компоненты
	Функции

	1. Транзистор
	а. Электронный прибор для усиления или переключения электрических сигналов

	2. Диод
	б. Полупроводниковый прибор, проводящий ток преимущественно в одном направлении

	3. Термистор
	в. Резистор, сопротивление которого сильно зависит от температуры

	
	г. Резистор, сопротивление которого сильно зависит от приложенного напряжения



		1
	2
	3

	а
	б
	в




	
	
	8. Прочитайте текст и установите последовательность.
Расположите этапы определения ширины запрещенной зоны полупроводника по температурной зависимости проводимости в правильном порядке:
а) Измерение проводимости при различных температурах
б) Построение графика зависимости ln(σ) от 1/T
в) Определение тангенса угла наклона графика
г) Расчет ширины запрещенной зоны
		а
	б
	в
	г




	
	
	9. Прочитайте текст и установите последовательность.
Расположите этапы создания солнечного элемента в правильном порядке:
а) Создание p-n перехода
б) Нанесение металлических контактов
в) Поглощение света и генерация электронно-дырочных пар
г) Сбор носителей заряда и создание тока
		а
	б
	в
	г




	
	
	10. Прочитайте текст и установите соответствие.
Соотнесите полупроводниковые приборы с их основным назначением.
	Полупроводниковые приборы
	Назначение

	1. Солнечный элемент
	а. Прибор, преобразующий энергию света в электрическую энергию

	2. Светодиод (LED)
	б. Полупроводниковый прибор, излучающий свет при прохождении через него тока

	3. Фоторезистор
	в. Резистор, сопротивление которого изменяется под воздействием света

	
	г. Полупроводниковый диод, генерирующий ток при освещении



		1
	2
	3

	а
	б
	в




	
	
	11. Прочитайте текст и установите соответствие.
Сопоставьте тип проводимости и энергетические зоны с соответствующими определениями.
	Тип проводимости
	Определение

	1. Электронная проводимость
	[bookmark: _GoBack]а. Перенос заряда отрицательно заряженными частицами

	2. Дырочная проводимость
	б. Перенос заряда положительно заряженными квазичастицами

	3. Ширина запрещенной зоны
	в. Минимальная энергия, необходимая для перевода электрона из валентной зоны в зону проводимости

	
	г. Энергетический уровень, вероятность заполнения которого электроном равна 1/2



		1
	2
	3

	а
	б
	в




	
	
	12. Прочитайте текст и установите соответствие.
Сопоставьте тип материала с его характеристиками.
	Тип материала
	Характеристика

	1. Металл
	а. Материал с частично заполненной зоной проводимости

	2. Полупроводник
	б. Материал с небольшой шириной запрещенной зоны

	3. Диэлектрик
	в. Материал с широкой запрещенной зоной

	
	г. Материал с нулевым электрическим сопротивлением при низких температурах



		1
	2
	3

	а
	б
	в




	
	
	13. Прочитайте текст и установите последовательность.
Расположите этапы выращивания кристаллов полупроводников методом Чохральского в правильном порядке:
а) Вращение и медленный подъём затравочного кристалла 
б) Погружение затравочного кристалла в расплав
в) Формирование монокристаллического слитка
г) Расплавление поликристаллического материала в тигле
		г
	б
	а
	в




	
	
	14. Прочитайте текст и установите соответствие.
Сопоставьте термин из левого столбца с его определением или характеристикой из правого столбца.
	Термин
	Характеристика

	1. Собственный полупроводник
	а. Полупроводник с добавленной примесью

	2. Легированный полупроводник
	б. Полупроводник, проводимость которого обусловлена только собственными носителями

	3. Донорная примесь
	в. Примесь, создающая в полупроводнике дополнительные электроны

	
	г. Примесь, создающая в полупроводнике дополнительные дырки



		1
	2
	3

	б
	а
	в




	
	
	15. Прочитайте текст и установите соответствие.
Сопоставьте определения с терминами, описывающими p-n переход.
	Термины
	Определения

	1. p-n переход
	а. Область пространственного заряда без свободных носителей

	2. Обедняющий слой
	б. Структура, образующаяся при контакте полупроводников p- и n-типа

	3. Прямое смещение
	в. Подключение положительного полюса источника к p-области

	
	г. Подключение отрицательного полюса источника к p-области



		1
	2
	3

	б
	а
	в




	
	
	16. Прочитайте текст и впишите слово. 
Добавление атомов примеси с валентностью больше собственных приводит к образованию полупроводников __________.
	n – типа

	
	
	17. Прочитайте текст и установите соответствие.
Сопоставьте тип переноса заряда с его описанием.
	Тип переноса
	Описание

	1. Дрейф
	а. Перемещение носителей заряда под действием градиента концентрации

	2. Диффузия
	б. Перемещение носителей заряда под действием электрического поля

	3. Подвижность
	в. Отношение скорости дрейфа к напряженности электрического поля

	
	г. Среднее время существования неосновного носителя заряда



		1
	2
	3

	б
	а
	в




	
	
	18. Прочитайте текст и установите последовательность.
Расположите этапы создания металл-диэлектрик-полупроводниковой структуры (МДП):
а) Нанесение тонкого слоя диэлектрика на полупроводник
б) Формирование металлического контакта (затвора)
в) Чистый полупроводник
г) Формирование МДП-структуры
		в
	а
	б
	г




	
	
	19. Прочитайте текст и установите соответствие.
Сопоставьте наноструктуры с их определениями.
	Наноструктуры
	Определения

	1. Гетеропереход
	а. Контакт между двумя полупроводниками с разной шириной запрещенной зоны

	2. Квантовая яма
	б. Структура, ограничивающая движение носителей заряда в одном или двух измерениях

	3. Двумерный электронный газ
	в. Электроны, свободно перемещающиеся в двух измерениях, но ограниченные в третьем

	
	г. Проводник, поперечные размеры которого составляют несколько нанометров



		1
	2
	3

	а
	б
	в




	
	
	20. Прочитайте текст и установите соответствие.
Сопоставьте свойства диэлектрических материалов с их определениями.
	Свойства
	Определения

	1. Диэлектрическая проницаемость
	а. Способность материала накапливать электрическую энергию в электрическом поле

	2. Сегнетоэлектрики
	б. Диэлектрики, обладающие спонтанной поляризацией

	3. Пьезоэффект
	в. Возникновение электрического заряда при механической деформации

	
	г. Диэлектрики, изменяющие свою поляризацию при изменении температуры



		1
	2
	3

	а
	б
	в




	
	
	21. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. 
Для определения локального электрического поля достаточно знать поля…
1.  макроскопическое и Лоренца
2. Лоренца, макроскопическое, зарядов внутри сферы Лоренца
3. внешнее
4. деполяризующее, Лоренца, макроскопическое
	2

	
	
	22. Прочитайте текст и впишите слово.
Непрямое оптическое поглощение в полупроводнике происходит с образованием или поглощением _______.
	фонона

	
	
	23. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. 
Уровень донорной примеси лежит…
1. в зоне проводимости
2. в валентной зоне
3. ближе к потолку валентной зоны в запрещенной зоне
4. ближе к дну зоны проводимости в запрещенной зоне
	4



